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Транзисторы VT1 и VT6 установлены на одном теплоотводе площадью не менее 200 см2 .

Тиристор VS1 установлен на небольшом теплоотводе.

Настраивать ЗУ необходимо при подключенной аккумуляторной батарее.

Устройство не критично к применяемым ОУ и транзисторам, за исключением того, что транзистор  VT1 должен быть с высоким коэффициентом усиления и опорные стабилитроны VD2, VD4 должны быть термостабильные.

При разработке данного ЗУ особое внимание уделялось простоте конструкции и применению малой номенклатуры радиоэлементов (однотипные ОУ, транзисторы, много резисторов с одинаковыми номиналами).

Дата разработки 1995 год.

